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4. Minne og datalagring: Prinsippene bak FLASH-minne

Malgruppe Elever

Alder 12-15

Varighet 1-1,5 timer

Mal Aforsta den grunnleggende mekanismen for datalagring i FLASH-minne, dets fordeler
og begrensninger sammenlignet med andre typer minne.

Innhold Aktiviteten fokuserer pa & forklare den
grunnleggende mekanismen for datalagring i
FLASH-minne. Elevene vil fagrst utforske funksjonen
til den flytende gaten (Floating Gate), og hvordan
den elektriske ladningen i den representerer logisk 0
og 1. Deretter vil de beskrive prosessene for & skrive
og slette data ved hjelp av fenomenet Fowler-
Nordheim-tunnelering. Den siste delen av oppgaven
omfatter en kritisk sammenligning av fordelene og
ulempene ved FLASH-minne (f.eks. dets ikke-
L s‘ . flyktighet kontra begrenset levetid) samt en
V?g(')ks'mm:rﬁlgﬂgriﬂo forklaring av forskjellene mellom SLC- og MLC-typer
nar det gjelder kapasitet, hastighet og holdbarhet,
noe som gir elevene en grundig forstaelse av denne
sentrale teknologien som brukes i moderne
elektronikk.
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Instruksjoner 1. Grunnprinsipp (flytende gate)
FLASH-minne lagrer data basert pa en fanget elektrisk ladning inne i en transistor med
en «flytende gate».
e Forklar: Hvordan tilsvarer tilstedeveerelsen eller fraveeret av en elektrisk ladning
pa denne flytende gaten lagring av et logisk ett-tall (1) og et logisk null (0)? (Hint:
fokuser pa hvordan ladningen pavirker transistorens ledningsevne.)

2. Skrive- og sletteoperasjoner
Skriving og sletting av data i FLASH-minne bruker et fenomen kalt Fowler-Nordheim-
tunnelering.
e  Beskriv kort: Hvordan skrives data (tilfgring av ladning), og hvordan slettes data
(fierning av ladning) fra den flytende gaten? Hvilken rolle spiller oksidlaget og den
pafgrte spenningen i denne prosessen?

3. Fordeler og ulemper
FLASH-minne brukes i minnepinner, SSD-er, minnekort og telefoner.
e  Oppgi minst to (2) hovedfordeler ved FLASH-minne som gjgr det ideelt for disse
enhetene (f.eks. sammenlignet med en roterende harddisk eller RAM-minne).
e Oppgi én (1) sentral ulempe knyttet til dets funksjonsprinsipp. (Hint: tenk pa
sletteprosessen og aldring av minnet.)

4. Typer FLASH-minne (SLC vs. MLC)
Vi skiller mellom to hovedtyper FLASH-minne:
e Single-Level Cell (SLC): lagrer 1 bit per celle.
e Multi-Level Cell (MLC): lagrer mer enn 1 bit per celle (vanligvis 2 bit).
e Forklar: Hva betyr dette for minnets hastighet og levetid (holdbarhet)? Hvilken
type er dyrere, og hvorfor?
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